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   Ｈ０１Ｌ  27/108    (2006.01)
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【手続補正書】
【提出日】平成27年4月7日(2015.4.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビット線と、第１のトランジスタと、第２のトランジスタと、酸化物半導体を用いた第
３のトランジスタと、キャパシタと、を有し、
　前記キャパシタは、前記第３のトランジスタのドレイン電極と、誘電体膜を介して該ド
レイン電極の側面と対向して設けられた導電膜と、によって構成され、
　前記第１のトランジスタのソースは、前記ビット線と接続され、
　前記第１のトランジスタのドレインは、前記第２のトランジスタのソースと接続され、
　前記第１のトランジスタは、前記キャパシタの電位によってオンおよびオフが制御され
、
　前記第１のトランジスタがオンのとき、前記第２のトランジスタおよび前記第１のトラ
ンジスタを通って前記ビット線にデータ１が与えられることを特徴とする半導体記憶装置
。
【請求項２】
　ビット線と、ワード線と、ソース線と、共通配線と、第１のトランジスタと、第２のト
ランジスタと、酸化物半導体を用いた第３のトランジスタと、キャパシタと、を有し、
　前記第１のトランジスタのソースまたはドレインの一方を前記第２のトランジスタのソ
ースまたはドレインの一方と接続し、
　前記第１のトランジスタのゲートを前記第３のトランジスタのソースまたはドレインの
一方、および前記キャパシタを構成する一対の容量電極の一方と接続し、
　前記第１のトランジスタのソースまたはドレインの他方、および前記第３のトランジス
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タのソースまたはドレインの他方を前記ビット線と接続し、
　前記第３のトランジスタのゲートを前記ワード線と接続し、
　前記第２のトランジスタのゲート、およびソースまたはドレインの他方を前記ソース線
と接続し、
　前記キャパシタを構成する前記一対の容量電極の他方を前記共通配線と接続し、
　前記共通配線は接地し、
　前記共通配線は上面から見て網状であり、前記共通配線が形成する網の目に前記第３の
トランジスタが設けられることを特徴とする半導体記憶装置。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記第３のトランジスタは、ソース電極およびドレイン電極と、少なくとも前記ソース
電極および前記ドレイン電極の上面と接する酸化物半導体膜と、前記酸化物半導体膜上に
設けられたゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜を介して前記酸化物半導体膜と重畳するゲ
ート電極と、前記ソース電極、前記ドレイン電極、前記酸化物半導体膜、前記ゲート絶縁
膜および前記ゲート電極を覆って設けられた絶縁膜と、を有することを特徴とする半導体
記憶装置。
【請求項４】
　請求項２または請求項３において、
　前記キャパシタは、前記ドレイン電極および前記共通配線を一対の容量電極とし、少な
くとも前記絶縁膜を誘電体膜とすることを特徴とする半導体記憶装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一において、
　前記ソース電極および前記ドレイン電極間の空間を埋める絶縁膜が設けられることを特
徴とする半導体記憶装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一において、
　前記ゲート絶縁膜、または前記ソース電極および前記ドレイン電極間の空間を埋める前
記絶縁膜が加熱処理により酸素を放出する絶縁膜であることを特徴とする半導体記憶装置
。
【請求項７】
　請求項６において、
　前記絶縁膜は、温度が２５０℃以上４５０℃以下の範囲における酸素の拡散係数が、前
記ゲート絶縁膜、または前記ソース電極および前記ドレイン電極間の空間を埋める前記絶
縁膜と比べて小さいことを特徴とする半導体記憶装置。


	header
	written-amendment

